a 2002 0086 1 of1

Inventia se refera la electronica, in particular la un procedeu de obtinere a microfirului coaxial.

Este cunoscut procedeul de obtinere a microfirelor coaxiale din metale prin depunerea lor sub forméa de invelis pe
suprafata de sticld a microfirului prin metoda de depunere chimica a corpului, depunerea in vid a platinei prin metoda
de depunere si recoacere a aurului lichid pe invelisul de sticla al microfirului din cupru. Acest procedeu include
fabricarea prealabila a semifabricatului, incalzirea lui in procesul trefildrii prin cuptorul rezistiv si formarea
microconductorului [1].

Neajunsurile procedeelor cunoscute constau in urmatoarele:

- la depunerea chimica a cuprului pe suprafata de sticla se obtine un invelis neuniform si este dificil de obtinut fire cu
lungimi mari;

- prin metode de evaporare in vid (de exemplu a platinei) de asemenea nu se pot obtine fire lungi si dupa procesul de
evaporare firele 1si inrautdtesc proprietatile elastice;

- cele mai calitative invelisuri se obtin prin depunerea peliculelor de aur lichid de suprafata invelisului de sticla al
microfirului. Insd aceasta metoda este destul de complicati deoarece este necesar a introduce microfirul in microcazi de
forma unor microcapilare, prin care se brogseaza microfirul. De asemenea prin aceasta metoda este destul de greu de
obtinut invelisuri din materiale semiconductoare, care contin componente volatile;

- invelisul depus pe sticld nu este izolat de mediul inconjurator.

Problema pe care o rezolva inventia este obtinerea microfirelor coaxiale din materiale metalice, semimetalice si
semiconductoare in procesul de trefilare a microfirului, simplificarea procesului tehnologic, cat si imbunatatirea calitatii
microfirului coaxial.

Procedeul de obtinere a microfirului coaxial include fabricarea prealabila a semifabricatului, incélzirea lui in procesul
trefilarii prin cuptorul rezistiv si formarea microconductorului. Semifabricatul contine doud ampule vacuumate de sticla,
amplasate coaxial, spatiul inelar dintre care si cavitatea ampulei interioare sunt umplute cu sarje din material metalic
sau semimetalic, sau semiconductor. Sarjele amplasate in spatiul inelar dintre ampule si in cavitatea ampulei interioare
pot fi din diferite materiale.

Procedeul propus oferd posibilitatea de a simplifica procesul tehnologic si de a imbunatati calitatea microfirului coaxial.
Pentru aceasta se ia un tub de sticla cu un capat lipit avand diametrul interior de 5...6 mm, in care se introduc cateva
grame de material metalic, semimetalic sau semiconductor in forma de granule mici. Dupa vidare pana la presiunea de
10-5 torr acesta se lipseste si se introduce in alt tub cu un capat lipit, cu diametrul mai mare, in care, de asemenea, se
introduc cateva grame de material metalic, semimetalic sau semiconductor granulat. Dupa vidarea pana la presiunea de
10-5 torr si lipirea tubului al doilea se obtine o fiold dubla.

Inventia se explica prin desenele din fig. 1, 2, care reprezinta:

- fig. 1, fiola dubla,

aici 1 — ampula interioara umplutd cu materialul granulat 2, introdusé in ampula cu diametrul mai mare 3, umpluta cu
materialul granulat 4.

- fig. 2, un segment de fir coaxial obtinut din material metalic, semimetalic sunt semiconductor,

aici 1 — miezul microfirului coaxial; 2 — stratul izolator din sticld; 3 — invelisul cilindric din material metalic,
semimetalic sau semiconductor; 4 — invelisul exterior din sticla.

Ampula dubla obtinuta se introduce Intr-un cuptor cu incalzire rezistiva.

in functie de temperatura cuptorului materialele din ambele ampule se topesc, iar sticla acestora se inmoaie. Apoi, cu
ajutorul unui betisor de sticla, atingdnd fundul ampulei, o parte din invelis se intinde in forma de capilar coaxial, umplut
cu material, pe un dispozitiv special de receptie in formé de conductor coaxial continuu cu invelis din sticla.

in functie de temperatura cuptorului, de viteza de coborare a ampulei in cuptor si de viteza de trefilare a microfirului pe
dispozitivul de receptie se pot obtine microfire coaxiale de diferite diametre.

Exemplu de obtinere a microfirului coaxial din telurura de bismut.

in ampula interioard 1 cu diametrul de 6...7 mm s-au introdus 4...5 g de telururd de bismut cu conductivitatea de tipul
n, iar In ampula 3 (fig. 1) cu diametrul de 10...12 mm s-au introdus 4...5 g de telururd de bismut cu conductivitatea de
tipul p. Dupa vidare din ampula (fig. 1) s-au obtinut microfire coaxiale cu diametrul exterior de 20...40 pm, iar
diametrul miezului 1 (fig. 2) cu diametrul de 10...30 um, consecutiv. in dependenta de cantitatea materialelor, lungimea
microfirelor variaza de la 10 pana la 100...200 m.



